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(57) Abstract

The invention concems a installation for treating wafers (1) made of material serving as microelectronics_substrates, comprising: a
basin (20) for containing a treating bath (21) and provided with means for holding (22) the wafers capable of receiving at least one wafer of
a first size; and prehensile means (27) for grasping cach wafer of a first size, to place it in the bath and remove it therefrom. The invention
is characterised in that it further comprises a support (10) for receiving at least one wafer (1) of a second size smaller than the first size,
said support having a shape such that it can be grasped by the prehensile means (27) and be received by the basin (20) wafer-holding
means (22).

(57) Abrégé

L’invention conceme une installation de traitement de plaquettes (1) de matériau servant de substrats pour Ia micro-€lectronique,
comprenant: un bac (20) destin€ A contenir un bain (21) de traitement et muni de moyens porte—plaquettes (22) apte 2 recevoir au moins
une plaquette d’unc premidre dimension; et des moyens de préhension (27) aptes 2 saisir chaque plaquette dc la prcmlérc dimension, pour la
mettre dans le bac et la sortir de celui—ci; caractéris€ en ce qu’il comporte en outre un support (10) apte A recevoir au moins une plaquettc
(1) d’une deuxidme dimension inférieure A la premigre dimension, ce support présentant une géométric telle qu'il peut &tre saisi par les
moyens de préhension (27) et étre regu par les moyens porte—plaquettes (22) du bac (20).




